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그래핀 전계효과 트랜지스터의 광응답 특성
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  그래핀(graphene)은 탄소원자가 육각형 벌집 모양 배열의 격자구조를 가지는 원자 한층 두께

의 이차원 물질이다. 그래핀은 전도띠(conduction band)와 가전자띠(valence band)가 한 점에서 만

나고 에너지와 역격자의 k 벡터가 선형적으로 비례하는 에너지 구조를 가진다. 이로 인해 그래

핀은 매우 빠른 전하 이동도를 가지며 원자 한 층의 두께임에도 불구하고 약 2.3%의 빛을 흡수 

할 수 있으며 자외선 영역부터 적외선 영역까지의 넓은 파장 의 빛을 흡수 할 수 있다. 이와 

같은 그래핀의 우월한 성질을 이용하면 광 응답에 고속으로 반응하고 높은 주파수의 광통신에

서도 작동 할 수 있는 그래핀 광소자를 제작할 수 있게 된다. 하지만 미래의 고속 그래핀 광소

자를 실현하기에 앞서 그래핀의 광응답에 한 정확한 이해가 필요하다. 그리하여 본 연구에서

는 그래핀 광소자를 제작하고 광소자의 광응답 전기적 성질을 분석하여 그래핀의 광응답 특성

을 얻어내고자 실험을 진행하였다. 그래핀을 채널 물질로 하고 소스, 드레인, 후면 게이트를 가

지는 일반적인 그래핀 전계효과 트랜지스터(field-effect transistor)를 제작하고 채널에 빛을 비추

고 비추지 않은 상태에서의 전기적 성질을 측정하고 그 때 얻어진 그래프의 광응답의 원인을 

조사하였다. 이 때 얻어지는 ID-VG 그래프가 광 조사 시 왼쪽으로 이동하게 되는데 이의 원인을 

각 게이트 전압 구간별로 ID-t 그래프를 획득하여 분석하였다. 또한 광원에 펄스를 인가하여 펄

스 형태의 광원을 그래핀 전계효과 트랜지스터에 조사시키고 이에 따른 전기적 성질 변화를 관

찰하였다 이 때 다양한 게이트 전압이 인가된 상태에서 레이저 펄스 광원에 의한 광전류를 검

출하였으며 이를 분석하였다.
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